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固体の熱輸送制御は、熱エネルギーの有効利用等を目標として注目されている [1]。本研究では、

In0.16Ga0.84N/GaN結晶界面の InGaN, GaN層それぞれにおいてラマン散乱の空間マッピングを行い、

モード毎の周波数変動を観測してフォノンのエネルギー分布を評価し、結晶界面での熱輸送を評

価することを目的としている。特に InGaN 層では成長時に界面近傍で格子不整合欠陥(MD)が生

じ、フォノン輸送に影響を与えると考えられる。本報告では 2 波長光源を用いたラマンマッピン

グによる空間分布測定を行った結果を報告する。 

測定にはサファイア基板上に成長させた In0.16Ga0.84N(110nm)/GaN(3µm)のヘテロ構造試料を用

いた。まず、MD の存在を確かめるため PLマッピング測定を行った。図１より、PL強度が弱く

なっているMDの存在が確認できる。次に表面の 8×8 µmの範囲（図１赤枠）においてラマンマ

ッピング測定を行った。光源にはフォノン生成のための He-Cdレーザ(325 nm)と GaN層のラマン

散乱検出のための Nd:YVO4レーザの２倍波(532 nm)を用いた。ラマン散乱スペクトルは、ローレ

ンツ関数を用いてフィッティングした。325nm のみの照射で得られたラマン散乱スペクトルのレ

ーザ強度依存性から、InGaN 膜内ではほぼ面内で均一な温度上昇が見られた。また、325nm レー

ザの照射時と非照射時の GaN の E2(high)モードを 532nm レーザで検出した。この 325nm レーザ

の有無によるモードエネルギー変化を図２に示す。これを図１と比較すると MDのある領域と周

波数変化が小さい領域が一致しているように見られる。この事は図３のように MDが熱輸送をブ

ロックすることを示していると考えられる。 
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図１ 表面 PL強度マップ 図２ 325nmレーザ照射による
GaNフォノン周波数変化 

図３ 熱ブロックモデル 
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